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(57) Abstract 

The invention relates to a liquid crystal display device comprising a controllable liquid crystal layer (1) arranged between two 
transparent support layers (3) as well as transparent control electrodes (2) positioned on those sides of the transparent support layers (3) 
which face the liquid crystal layer (1). A transparent heating layer (4) is arranged parallel to and on one side of a transparent support layer 
in an electrically insulated manner. 
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Beschreibung 

Beheizbare Flussigkristall-Anzeigeeinrichtung 

5 Die Erfindung betrifft eine Fliissigkristall- 

Anzeigeeinrichtung der im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 
angegebenen Art, und insbesondere eine Flussigkristall- 
Anzeigeeinrichtung fur Kraf tf ahrzeuge . 

10 Die Schaltzeiten von Flussigkristallzellen einer Flussigkri- 
stallanzeige (LCD) sind bei tiefen Temperaturen aufgrund der 
temperaturabhangigen Viskositat des Flussigkristalls so grofi, 
dafi die Darstellung eines schnellen Inf ormationswechsels 
nicht moglich ist. Dies ist fur Anwendungen in Kraf tf ahrzeu- 

15 gen besonders nachteilig. Insbesondere sogenannte DSTN- 

Flussigkristallanzeigen (double layer supertwisted nematic) 
reagieren bei tiefen Temperaturen sehr trage. Da ein DSTN-LCD 
aus zwei auf einanderliegenden Einzelzellen besteht, liegt ein 
weiteres Problem darin, in den Fliissigkristallschichten der 

20 beiden Zellen eine annahernd gleiche Temperatur zu schaffen. 
Dies ist besonders schwierig zu erreichen, wenn die Erwarmung 
von einem beabstandeten Bauteil herruhrt. 

Es ist bekannt, eine Flussigkristallanzeige mittels Drahten 
25 zu heizen. Solche Drahte sollen aber nicht in der Anzeigeein- 
richtung sichtbar sein. Bei einer derartigen Drahtheizung ist 
es bekannt, die Heizdrahte in einigem Abstand hinter einer 
Streuscheibe anzuordnen. Dadurch verringert sich aber die 
Heizwirkung stark . AufJerdem muli an der Anzeigeeinrichtung ei~ 
30 ne geeignete Halterung fur den Heizdraht vorgesehen werden. 
Zusatzlich mufi der Heizdraht an der Halterung befestigt und 
mit einer Energieversorgung versehen werden. 

Eine Flussigkristall-Anzeigeeinrichtug nach dem Oberbegriff 
35 des Anspruchs 1 ist aus der japanischen Patentanmeldung mit 
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Durch Integration einer transparenten Heizschicht in die 
Flussigkristall-Anzeigeeinrichtung erfolgt eine besonders 
gleichmaiiige Temperaturabgabe an eine oder mehrere Flussig- 
kristallschichten, ohne die Kompaktheit der Anzeigeeinrich- 
tung zu beeintrachtigen oder ein zusatzliches Bauteil zu 
schaf f en . 

Fur den Herstellungsprozeft ist es vorteilhaft, dafi die Heiz- 
schicht aus demselben Material wie die Steuerelektroden be- 
stehen kann. 

Bei einer DSTN-Flussigkristall-Anzeigeeinrichtung ergibt sich 
eine besonders gleichmaiiige Temperaturabgabe an beide Fliis- 
sigkristallschichten, wenn eine Heizschicht zwischen den bei- 
den Flussigkristallschichten eingebracht ist. Jedoch reicht 
es aus, wenn die Flussigkristallschicht an einem Polarisator 
angebracht ist, Durch die unmittelbare Anbringung an der 
Flussigkristall-Anzeigeeinrichtung wird auch die entfernt 
liegende Flussigkristallschicht ausreichend erwarmt. 

Die transparente Heizschicht kann auf einer Seite einer ohne- 
hin vorhandenen transparenten Tragerschicht unmittelbar auf- 
gebracht sein. 

Weitere Vorteile, Merkmale und Anwendungsmoglichkeiten der 
Erfindung ergeben sich aus der nachf olgenden Beschreibung ei- 
nes Ausfuhrungsbeispiels in Verbindung mit den Zeichnungen. 
Es zeigen: 

Figur 1 den schematischen Aufbau einer DSTN- 

Flussigkristallanzeige mit einer Heizschicht, 

Figur 2 eine perspektivische Ansicht einer DSTN- 

Flussigkristallanzeige mit einer Heizschicht, 
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sie eine relativ gleichmafiige Erwarmung beider Flussigkri- 
stallschichten bewirken . 

Aus fertigungstechnischer Sicht ist es besonders giinstig, ei- 
5 ne Heizschicht 4 auf der der passiven Flussigkristallschicht 
5 zugewandten Seite der Tragerschicht 3 anzubringen, da in 
diesem Fall nur eine Seite der Tragerschicht behandelt werden 
mufi. Besonders giinstig ist es, die Heizschicht 4 zwischen der 
Tragerschicht 3 und der Orientierungsschicht 7 anzuordnen, 
10 wie dies in Figur 1 dargestellt ist. 

Als Heizschicht eignet sich ein Zinnoxid und insbesondere In- 
dium-Zinnoxid (ITO) . 

15 Durch die Integration der transparenten Heizschicht 4 in die 
Flussigkristall-Anzeigeeinrichtung wird deren Baugrolie kaum 
beeinfluftt. Beim Einbau in ein Gehause mussen keine zusatzli- 
chen Bauteile fur eine Heizung angebracht werden. 

20 Die Heizschicht 4 kann auch strukturiert werden, so daft die 
beiden elektrischen Anschlulikontakte (Heizschichtkontakte) 
fur die Heizschicht 4 auf einer Seite der Flussigkristall- 
Anzeigeeinrichtung angebracht werden konnen. In diesem Fall 
mufl durch einen Spalt oder ein geometrischen Muster oder eine 

25 -besondere Aufteilung der Heizschicht in Zonen ein Kurzschlufi 
vermieden werden. 

Die Dicke einer Indium-Zinnoxid-Schicht kann zwischen 10 nm 
und 300 nm liegen, wobei ein Transmissionsgrad von mehr als 
30 80% erreicht werden kann. Besonders geeignet fur die Heiz- 
schicht ist ein Wert zwischen 50 nm und 150 nm. Bei einem 
Display mit einer Abmessung von 9 cm x 3 cm kann hiermit ein 
Widerstand der Heizschicht von 10 Ohm erzielt werden. 
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schicht 1 hervor. Es ergibt sich somit eine Art von Treppen- 
prof il . 

Figur 4 ist eine Draufsicht auf Figur 3. Es sind die Kontakt- 
flachen 8 dargestellt, die zum Anlegen der Betriebsspannung 
dienen. Fur die Kontaktierung wurden die gegeniiberliegenden 
Seiten ausgewahlt, die am langsten sind. Die Auswahl der Kon- 
taktierungsseiten erfolgt in Abhangigkeit von der Geometrie 
der Heizflache, die von der Heizschicht 4 bereitgestellt 
wird. Eine flachige Kontaktierung zwischen einer Energiezu- 
fiihrung und der Heizschicht 4 kann beispielsweise uber einen 
Leitkleber, einem elektrisch leitenden Gummi der in der Of- 
fenlegungsschrift DE 31 37 864 Al beschriebenen Art, Metall- 
klammern oder Metallstif ten erfolgen. 
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